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Явление микроплазменного пробоя, приводящее к 

возникновению локальных областей лавинного умно-
жения в области пространственного заряда, присуще 
практически всем обратно смещенном p–n переходам и 
диодам Шоттки, работающим в режиме лавинного про-
боя [1-3]. Как известно [4] в общем случае величина 
дифференциального сопротивления МП    может быть 
записана в виде суммы   

                        (1) 

где   - сопротивление растекания,    - сопротивле-

ние (ОПЗ) область пространственного заряда,    - теп-

ловая составляющая сопротивления МП. 

В отличие от классической работы Мак Интейра [8-

10], нами получена существенно более точная зависи-

мость для    (d мм) учитывающая следующие обстоя-

тельства: Трехмерность распределения электрического 

поля подвижных носителей в канале МП, что позволяет 

находить величину RS (dмп) при произвольных соотно-

шениях между диаметром МП и ее протяженностью. 

Неоднородность тепловыделения в канале МП, связан-

ная с непостоянством электрического поля в p–n пере-

ходе, нелинейной зависимостью теплопроводности по-

лупроводника от температуры, а также наличием теп-

лоотвода. Согласно величину R0 можно вычислить по 

формуле [4:11]: 

   
√   

     

 (2) 

В этом работе мы исследиваем    - сопротивление 

растекания. 

Где,   
 

      
 - удельные сопротивление базы; 

μ – подвижность носителей, dмп- диаметр микроп-

лазмы,  

n – концентрация свободных носителей заряда. 

Первый ряд дифференциал сопротивления растека-

ния с учетом изменение диаметр микроплазмы dмп это 

обозначит что если изменение диаметр микроплазмы 

это действует изменение сопротивление растекание:  
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Уравнение сопротивление растекания взаимно от-

ношения изменение диаметр микроплазмы где   
     ,        : 

  (   )  
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Это уравнение зависимость сопротивление растека-
ния диаметр микроплазмы с изменением три величина 
диаметр микроплазмы, концентрации   микроплазмы, 
подвижность носителей микроплазмы.  
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Рис – 1. Зависимость сопротивления растекания,  
диаметр микроплазмы с изменением трѐх величин, 

диаметр микроплазмы, концентрации микроплазмы, 
подвижность носителей микроплазмы. 

Если мы распределим ряду Тейлора сопротивления 
растекания микроплазмы. 
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( )( )(     ) 

  

 

   

 

В одном областе дано дифференцируюшие функция 
сопротивления растекания в этом областе будет это 
функция голоморф. 

Решению уравнения исследываем около правильно-
го точки; 

 (   )       ( )(     )  
 

 
   ( )(     ) 

    

 (   )       ( )(     )  
 

 
   ( )(     ) 

    
 

Это функций голоморф тогда точка       пра-

вильный точки уравнения. Наша цель задачи искать эту 

точку и решит эту уравнению. 

 (   )  ∑   

 

   

(     ) 

      (     )    (     ) 

   
Доказать эту решению уравнения надо дифферен-

цировать уравнению 1 и 2 раза: Первая производная 
уравнения сопротивление растекания 

  (   )  ∑   

 

   

 (     )   

       (     )     (     ) 

   
Вторая производная уравнения сопротивление рас-

текания 
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Резултат поставим эту на второй степени диффе-
ренциалные уровнение  

   (   )   (   ) 
 (   )   (   ) (   )    
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Тепер коэфицентами перед (     ) степени нуле-

вой, первая, вторая равняем на нуль. 
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Решим этого отношение   ,   ,    отметим эту на    

и   . 

Получим решению такого вида:  (   )  
    (   )      (   ) 

Где   (   )    
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Следовательно   (   )   ,   ( )   ,    

 ( )   , 

  
 ( )   . 

 

Если условие Коши [12].  ( )     и   ( )     от-

метим так  (   )     (   )     (   ) решение по-

явится такого вида. Здес *     + решение система 

функции называется фундаменталь система. 
Полученный результат позволяет сделать следую-

щий вывод: механизм возникновения МП в p-n перехо-
дах на основе GaAs непосредственно связан с суще-
ствованием крупных неоднородностей, сравнимых с 
толщиной ОПЗ, которые и определяют размеры область 
локализации МП. 
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РЕЗЮМЕ. Ҳаракатланувчи заряд ташувчиларнинг электр майдонининг уч ўлчовли тақсимланишини ҳисобга олган ҳолда, 

биз тарқалиш қаршилигини аниқ шакллантирдик. Назарий ва экспериментал қийматларни таққослаш таклиф қилинган модел-
нинг микроплазманинг аниқ параметрларига яхши мос келишини кўрсатди. тадқиқотлар микроплазма характеристикаси усули 
асосида амалга оширилди. Ушбу мақолада таклиф қилинган тарқалиш қаршилиги диапазонини ҳисоблаш микроплазма диамет-
ри учун тенгламаларни аниқлаштиришга имкон беради. 

РЕЗЮМЕ. Учитывая трехмерное распределение электрического поля движущихся носителей заряда, мы точно сформиро-
вали сопротивление растекания. Сопоставление теоретических и экспериментальных значений показало, что предложенная 
модель хорошо согласуется с точными параметрами микроплазмы, исследования проводились на основе метода характеризации 
микроплазмы. Предложенная в данной работе расчет область значение сопротивлений растекания позволяет уточнить уравне-
ния для диаметра микроплазмы. 

SUMMARY.  Taking into account the three-dimensional distribution of the electric field of moving charge carriers, we accurately 
formed the spreading resistance. A comparison of theoretical and experimental values showed that the proposed model is in good agree-
ment with the exact parameters of the microplasma, the studies were carried out on the basis of the microplasma characterization method. 
The calculation of the range of spreading resistances proposed in this work makes it possible to refine the equations for the microplasma 
diameter. 
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